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Travaux pratiques de Physique appliquée :

T.P. Cours n°25 : Composants de I’électronique de puissance :
- transistor de puissance N-P-N ;
- optocoupleur

1. But dela manipulation :

11 s’agit de vérifier les informations apportées en cours concernant deux composants
d’¢électronique de puissance, le transistor de puissance P-N-P, et I’optocoupleur.

2. Etude d’un transistor de puissance NP N :

On se propose de relever les caractéristiques ic = f (vee) pour différentes valeurs de ib.

2.1 Montage :

sonde différentielle 2
Aﬁmentation noir F':
contmue b ib rouge " hodi
iabl 1 ; oscilloscope cathodique
variable 1c "
C Rc=100Q
B A rouge
Rb=5000) vee Voie 2
B voie 1
noir Vs
sonde différentielle 1

]

2.2 Manipulation :

Réglage préliminaire : 1.’alimentation de la base est a 1’arrét.

Observer la tension u délivrée par le GBF. Régler la fréquence du GBF a 100 Hz . La tension u
délivrée par le générateur basse fréquence doit étre la somme d’une tension sinusoidale d’amplitude
5V et d’une tension continue de 5V .Le maximum de u est donc de 10V et son minimum est nul.
Pour effectuer le réglage, jouer sur I’amplitude du signal (bouton level) et sur la composante conti-
nue (bouton DC offset) . Pour chaque relevé, mesurer Vcesat . C’est la valeur de vee lorsque ic de-
vient maximale.

Relevé n® 1 : voir page 3 :

Utiliser le mode XY de I’oscilloscope pour relever Re.ic = f( vee) .

Régler ib de facon a ce que ic max soit égale a 20mA . Cela correspond a Reic =

Noter la valeur de ib, lue sur I’ampéremeétre. ib = . Vcesat =

Relevé n® 2 : voir page 3 :

Utiliser le mode XY de I’oscilloscope pour relever Re.ic = f( vee) .

Régler ib de facon a ce que ic max soit égale a 40mA . Cela correspond a Reic =

Noter la valeur de ib, lue sur I’ampéremeétre. ib = . Vcesat =

Relevé n°® 3 : voir page 3 :

Utiliser le mode XY de I’oscilloscope pour relever Rc.ic = f( vce) .

Régler ib de fagon a ce que ic max soit égale a 60mA . Cela correspond a Reic =

Noter la valeur de ib, lue sur I’ampéremetre. ib = . Vcesat =

Résumer les résultats dans le tableau ci-dessous (page 2) :

Conclusion ?
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ic (mA)

ib (nA)

B = ic/ib

Vcesat (V)

3. Etude d’un optocoupleur :
Un opto-coupleur est un composant comportant dans un méme boitier une diode électrolumi-
nescente (DEL) et un phototransistor. Le composant étudi€ est le 4N35 .

Le brochage de ce composant est donné par le schéma ci-

dessous: SCHEMATIC
L’anode et la cathode de la DEL correspondent aux broches 1
et 2, ’émetteur, le collecteur et la base du phototransistor cor- .  oe
respondent respectivement aux broches 4, 5 et 6. ‘
2.0 § o s
3.1 Caractéristiques statiques : so4-nc o
On étudie le photo-coupleur en régime statique : tensions et N
courants continus . 2.0ATHODE
On réalise le montage suivant : il o
3.2 Montage : oo
Alimentation continue
double
- i N Re=1kQ
® O e o© —
Rd=1k Q
-1 ®6 Ic
2 Vcee
3® Xd
4
3.3 Relevés :
Caractéristique Id = f (Vd) : (On laisse Vcc =0V).
En faisant varier Vdd, remplir le tableau suivant :
Id (mA) 0 0 1 2 3 5 8 10 12 15

vd (V)
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Caractéristiques du transistor bipolaire N-P-N.
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Sur une feuille de papier millimétré ou a I’aide d’un tableur (Excel, Regressi..), tracer la ca-
ractéristique Ic = f (Vd). Quelle est la tension de seuil de la DEL ?

Caractéristique Ic = f (Id) : On fixe maintenant Vee a 15V. On fait varier 1d en faisant va-
rier Vdd. Remplir le tableau suivant :

Le taux de transfert Test le rapport des deux courants Ic et Id exprimés en pourcentage

Id (mA) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ic (mA)

Vee (V)

_de
_r.!'}

Sur une feuille de papier millimétré ou a I’aide d’un tableur (Excel, Regressi..), tracer la ca-
ractéristique Ic = f (Id).

Pour quelle valeur de Id le phototransistor est-il saturé ? Quelle est la valeur de Vce corres-
pondante ?

3.4 Etude dynamique :On étudie la rapidité avec laquelle le circuit transmet une informa-

tion : le montage est le suivant : On observe simultanément ug et Vce.

On synchronise 1’oscilloscope sur le front montant de la tension ug .

On veut mesurer les temps de réponse du circuit.

Rd=1kQ
ug Rc=2kO Alimentation

1 .
A \‘7 Y3 continue

G — Vee =10V
BF - /

sortie/ TTL /2.7 & 5 Vee 4o

NH LS

.\4

Ceux-ci sont définis de la maniére suivante :
tr = temps de retard ; c’est I’intervalle de temps entre
le front montant de la commande ug et le début de la

t  décroissance de la réponse Vce.
td = temps de descente ; c’est I’intervalle de temps
nécessaire pour que la réponse Vce passe de 100% a
10% de sa valeur maximale.
tm = temps de montée ; c’est I’intervalle de temps
nécessaire pour que la réponse Vce passe de 0% a 90%
de sa valeur maximale.
Mesurer ces temps :
tr= ;td= ;tm=
Conclusion :

ug

100% /,
90%

10%




